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基本電性 元件性能 元件穩定性結晶度＆缺陷改善

材料提供:台灣大學化學系 汪根欉教授

• 將DTPTCY以微量添加與元件電子傳輸層PCBM共混，能夠改善材料能階以及透過配位交互作用使
的缺陷降低，且材料添加後薄膜疏水性提高，阻隔水氣進入，從而提高元件光電性能及穩定性。

• 氧化鎳常用於鈣鈦礦太陽能電池中的電洞傳輸材料，然而氧化鎳容易造成界面缺陷和載子容易複
合，界面層TRUX系列的加入，使鈣鈦礦的晶粒尺寸變大、缺陷減少，能提升電荷傳輸、改善電
洞遷移率，進而提升光電性能。

ITO

Ag

N
iO

x

T
R

U
X

-D
1

 o
r 

T
R

U
X

-D
2

P
V

K

P
C

B
M

B
C

P

D
T

P
T

C
Y

▲ J-V curve

▲ RH > 40%、T=25°C

 在此研究中，分別以TRUX系列材料作為界面修飾層及PCBM:DTPTCY材料作為電子傳輸層共混膜，藉由傳輸及界面層鈍化

鈣鈦礦界面及內部缺陷，從而優化傳輸性能，使元件性能大幅上升，TRUX條件在AM1.5G下最佳PCE達20.8%、PCBM:DTPTCY

條件在3000K LED(1000 lux)光源下更是達到40%最佳iPCE，並且元件穩定性也有顯著的改善。
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▲ 材料能階圖

▲ DTPTCY之材料元件結構圖 ▲ TRUX 之材料元件結構圖

Conclusion
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▲ TRPL

τAvg = 9.35 ns

τAvg = 13.69 ns

τAvg = 13.25 ns
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